
Fig. 1: Current-Voltage Characteristics under AM1.5G  

Table 1: Photovoltaic performances of each SAB4J  
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近年 III-V族多接合太陽電池による太陽電池の高効率化が進み、現在の最高効率は 665倍の集光

下で 47.6%である[1]。しかし高効率を達成している 4 接合以上の多接合太陽電池では最適なバン

ドギャップの組み合わせを得るために InGaAsPなどの 4元混晶が必要であり、安定的に高品質な

結晶成長を行うことが難しい。本研究では非集光下で 37.9%を実現した InGaP/GaAs/InxGa1-xAs逆

積み 3 接合太陽電池(IMM3J)[2]と開放電圧の大きいヘテロ接合を持つ InyGa1-yAs 太陽電池の表面

活性化接合により、4元混晶を含まない InGaP/GaAs/InxGa1-xAs//InyGa1-yAs 4接合太陽電池(SAB4J)

の開発に取り組んだ。 

最初に作製したサンプル(SAB4J-a)では電流電圧特性の 1.5 V以上の領域において光電流の減少

が見られ、効率が低かった。これは IMM3Jと InyGa1-yAsの電流が整合せず、全体の電流が電流の

小さい 4層目の InyGa1-yAsに制限されているためであると考えられる。そこで、4層目の InyGa1-yAs

で発生する電流を増やすために次のサンプルでは

IMM3Jの薄膜化と 4層目にフロントヘテロ構造を

持つ InyGa1-yAs の導入を行いサンプルの試作に取

り組んだ(SAB4J-b)。その結果、不完全だが電流の

減少を大きく抑えることに成功した。さらに、

SAB4J-bの 3 層目の InxGa1-xAs のバンドギャップ

を 1.0 eVから 1.05 eVに変えることで電流整合を

目指した (SAB4J-g)。その結果、電流整合する

SAB4Jを作製することに成功した。しかし、開

放電圧は SAB4J-aや SAB4J-bに比べて減少する

ことが判明した。これはバンドギャップを変え

た IMM3J のメタモルフィックバッファ層が最

適化されていないことに起因すると考えられる。 
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